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- Grundlegende Eigenschaften von Halbleitern
- Aufbau der verwendeten Detektoren
- Herstellung der pin-Dioden
- Uberprufung des Energiesignals des Vorverstarkers
- Einstellung der Vorverstarker
- Aufnahme und Auswertung des Energiespektrums
- Streifendetektoren
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Grundlegende Eigenschaften von Halbleitern:
Das Bandermodell

/A TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DARMSTADT

___________ Empty
‘ conduction band
Pau‘tiall-y filled Conduction band T
conduction band s & % i
E,H,~leV E;_,‘~96‘.V

Conduction band ——‘| Val::nZe Zand T l

} Filled

valence band

Valence band

(a) (b) (c)

Bandermodell fir Metalle (a), Halbleiter (b) und Isolatoren (c) [Sze, S.33]

-> elektrische Leitung im Halbleiter durch Elektronen und Ldcher
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Grundlegende Eigenschaften von Halbleitern:
Die Dotierung
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Kristallstruktur des n-dotierten (a) und des p-dotierten (b) Siliziums [Leo, S.212]
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Grundlegende Eigenschaften von Halbleitern: g technische
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Verarmungszone bei Betrieb in
Sperrrichtung [Leo, S.219]
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Oberflachensperrschichtdetektoren (SSB)
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Schematischer Aufbau eines Surface Vorhandene Modelle von SSB
Barrier Detektors [Ortec]
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Aufbau der pin-Diode [Spieler, S.15]
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Herstellung der pin-Dioden

Reinigung der Platine
Aufkleben der pin-Diode

Bonden

A

Fixieren der Bonddrahte
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Charakterisierende Groflien

- Betriebsspannung

- Energieaufldsung

Energieauflosung zweier Peaks [Leo, S.109]
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Der Messstand im Targetlabor

Messstand und Innenansicht der
Vakuumkammer
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Charakterisierung der SSB:
Das Energiesignal des Vorverstarkers

ek Run: 5.00M5/s Sample

[ ]
Energiesignal eines Ober-
flachensperrschichtdetektors
TMAToNs P 7 —Z25mv
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Charakterisierung der SSB:
Das Energiesignal des Vorverstarkers

ek Run: 5.00M5/s  Sample

Energiesignal eines Ober-
flachensperrschichtdetektors
mit Wellenbildung auf der
Grundlinie
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Charakterisierung der SSB:
Das Energiesignal des Vorverstarkers
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Auswahl und Einstellung der Vorverstarker

1. Ruckkoppelkapazitat festlegen
2. Amplitude des Detektorsignals bestimmen
3. Signal des Pulsgenerators anpassen ?f
4. Verstarkung und Offset einstellen '
Q
—_—
DETECTOR °

GE v

\J \J

Aufbau des ladungsempfindlichen
Vorverstarkers [Spieler, S.93]
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Charakterisierung der SSB:
Das Energiespektrum
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Energiespektrum eines Oberflachensperrschichtdetektors
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Charakterisierung der SSB:
Das Energiespektrum
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Energiespektren defekter Oberflachen-

sperrschichtdetektoren
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Charakterisierung der SSB:
Auswertung des Energiespektrums
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a-Spektrum einer 224Ra-Quelle mit berechnetem Untergrund [Westmeier]
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Charakterisierung der SSB:
Auswertung des Energiespektrums

Counts
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- Energieauflosung, Amplitude und Mittelwert des Hauptpeaks, HGhe einer
Fermistufe
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Charakterisierung der pin-Dioden: o) TELISEE
Das Energiespektrum DARMSTADT
Counts
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Energiespektrum einer pin-Diode
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Charakterisierung der pin-Dioden: TECUGE:
Randeffekte DARMSTADT
Counts Counts
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Spektrum der pin-Diode in Spektrum der pin-Diode in
logarithmischer Darstellung logarithmischer Darstellung mit Blende
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Charakterisierung der pin-Dioden:
Stromanstieg beil konstanter Spannung

Beobachtuna:

Bei fest eingestellter Spannung ist ein Stromanstieg zu
verzeichnen, der in keine Sattigung Ubergent.
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Spektrum einer pin-Diode mit an- Spektrum einer pin-Diode mit const.
steigendem Strom Strom
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Charakterisierung der pin-Dioden:
Stromanstieg beil konstanter Spannung

Mogliche Ursachen:
- defekte Kabel

- Kurzschluss durch Verschraubung
- Vorverstarker

- Bondkleber

- Quelle zu hoher Aktivitat

—->Fehler im Detektormaterial oder Verarbeitungsfehler
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Streifendetektoren

Entwurf und Muster der gefertigten Platine
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Streifendetektoren

Streifendetektor nach
Kleben und Bonden
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Intrinsische Ansprechwahrscheinlichkeit der
pin-Dioden
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